
半導体ウエハ表面研磨温度測定

●装置組込に適したコンパクトな検出部

●温度変化に追従性可能な高速応答

■ 導入効果

●研磨状況を温度で判断可能

●フィードバックによる加工プロセスの最適化

■製品の特長

●装置組込に適したコンパクトな検出部

●微細な温度変化に追従可能な高速応答

半導体ウエハの研磨装置では、サセプタと同じ高さになるまでウエハを研磨することにより所定の厚さに
しています。研磨開始直後はウエハとサセプタ間で温度差が生じますが、ウエハがサセプタと同じ高さに
なると温度の差がなくなります。放射温度計で研磨面の温度を測定することにより、研磨終了の判断が
可能となります。

■ アプリケーション例 〈放射温度計の仕様〉

形    式：IR-BZPH

温度範囲：0 ～1000℃

測定波長：8 ～14μm

応答時間：15ms

記録計

アイソレータ小形放射温度計
IR-BZPH

装置コントローラウエハサセプタ
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